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MPSA 25
MPSA 26
MPSA 27
SILIZIUM = NPN = PLANAR - DARLINGTON - TRANSISTOREN
Komplementirtypen zu MPSA 75 /76 / 77
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Eurzdatens MPSA 256 ...28 ...27
Eollektor-Emitter-Sperrspannung IJ{:E g = max. 40 50 60 WV
Kollektorstrom, Mittelwert Io gy = max. 500 mA
Gesamtverlustleistung bei "ll £ 25% P‘“ = mMAX. 500 m
Sperrschichttemperatur IJ = EAX. 150 -
Gleichstromverstirkung 3
be i U{:llﬁ’a’p Icllﬂﬂl.l. B = 10 00O
Eollektor-Emitter-Restapannung ¢
bei [E = 100 mA, IIB = 0,1 mA Uﬂ: sst ™ 1,5 v
Transit-Frequenz 3
bei ul'.‘.! =B Y, [l: = 30 mA I'T - 128 MHz
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MPSA 25
MPSA 26
MPSA 27
Absolute Grenzwerte: MPSA 25 ...26 ...27
Kollektor-Emitter-Sperrapannung
bei IH = O Uep o = mox. 40 50 60, ¥
Emitter-Sperrspannung bei I{: = 03 UEB g = max. 10 v
Kollektorstrom, Mittelwerts 1[: AV = mAT. 500 mA
Gesamtverlustleistung bei ;IJ 5 Hldcl th = EBAX. 500 o
Sperrschichttemperatur; a‘.] = BAk. 150 %e
Lagerungstemperatur: l-s = min. =65 v
8, = max. 150 %
Wirmewiderstand:
ewischen Sperrschicht und Umgebung: B“ U = 280 KW
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MPSA 25
MPSA 27
Kennwerte: EEE_EE 2x226 ...27
bei QJ = 25°C, sofern micht anders angegeben
KEsllektor-Durchbruchspannung .
100 pA I B0 LTV
bei IE-D. [{‘.- pAz L{BR]EBU' 40
Eollektor-Emitter-Purchbruchspannung 3
= [
bei Uu = 0, Il: 100 pAz I;I“ml cES "™ 40 50 0 v
Kollektor-Reststrom ¢
- ) 2
bei :E 0, LEB = 40 Vi IEB 0 : 100 100 i
] = = 1
bei I! m O, L{::E 50 Vi I':Ii o ) nnJ ni
Emitter-Restatrom ¢ -
be i 11: = 0, I'EE = 10 Vi IEB o = 100 nA
Gleichatromverstirkung 5
bei I:CE =5V, Il: = 10 mA: B - 10 000
>
bei UCE = & V, Il: = 100 mAz B - 10 Do
Kollektor-Emitter-Restapannung
= ] v
bei [l: = 100 mA, []!- 0,1 mAsy I’E[‘. aat 1,5
Basisspannung ¢ ) .
bei UEE = 5 V, IE = 100 mis UBE = ,0
Transit-Frequenz
bei U = 5V, 1. = 30 mA
CE H A 5
und f, = 100 MHz, 8, = 25°C: 1, - 220 (= 125)  MHz
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